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Полупроводниковые нелинейные интерферометры Фабри-Перо пер

спективны для разработки светоуправляемых элементов и устройств 
дискретной оптической обработки информации [1]. Одним из путей по
вышения их быстродействия является использование сильно легирован
ных полупроводников в качестве активного слоя интерферометра, т.к. 
время релаксации нелинейности в таких полупроводниках может быть 
менее 1 нс, что существенно меньше, чем в обычно используемых бес
примесных полупроводниках. В представляемом докладе сообщается о 
реализации режима оптической бистабильности в нелинейном интерфе
рометре Фабри-Перо, активным слоем которого является сильно легиро
ванный арсенид галлия. Разработана и освоена относительно простая 
технология изготовления нелинейных интерферометров, базирующаяся 
на механической полировке полупроводниковых кристаллов и электрон
но-лучевом напылении многослойных диэлектрических зеркал. С ис
пользованием этой технологии изготовлен интерферометр, имеющий ак
тивный слой толщиной 30 мкм из сильно легированного объемного ар- 
сенида галлия n-типа. Исследованы спектральные и энергетические ха
рактеристики интерферометра. При нелинейном взаимодействии интер
ферометра с лазерными импульсами длительностью 20 нс реализуется 
режим оптической бистабильности с характерным временем переключе
ния около 2 нс (см. рис. 1).
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Рис. 1. Осциллограммы падающего на интерферометр (а) и отраженного 
от него (б) импульса для длины волны X = 883 нм
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